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(57) Abstract: Cracks are conventionally difRculi to clean which often leads to damage to other regions of the component for clean- 
_ ing. According to the invention, a plasma cleaning method is used, whereby a pressure (p) and/or a separation (d) of an electrode 
(10) to the component (1) are varied, in order to achieve a plasma cleaning in the crack (4). 
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VerdfTentliclit: 

— mit intenuUionalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird ouf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
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(57) Zusammenfassung: Risse nach dem Stand der Technik lassen sich nur schwierig reinigen und fiihren oft zu einer SchSdigung 
anderer Bereiche des zu reinigenden Bauleils. Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird ein Plasmareinigungsverfahren angewen- 
det, in dem ein Druck (p) und/oder ein Abstand (d) einer Elektiode (10) zu dem Bauteil (1) variiert wird, urn ein Plasmareinigung in 
dem Riss (4) zu erzielen. 



